














































































































































































































































































いる。 GaAs p― i ―nダイオードを例にとってみると，波長2.1μｍと0.76μｍ
の光をダイオードに照射すると，臨界電圧が大きく低下するという測定結果を















































電子正孔注入電極を接合したp―i ( insulatorあるいはSemi- insulatorを
意味する）－ｎ構造のダイオードが，順方向特性で負性抵抗現象を示す。歴史
的には1954年にＴｙlerl）がＦｅを添加した高抵抗n-Geで観測して以来，今日




































































































































































































































































































































　GaAs ｐ゛－1/ダイオードの77°Ｋにおける代表的な測定結果を図2 ― 15,













































































































































































































































　　2―7―2　Si p― i ―nダイオードの光特性
　測定方法については，Ｇｅダイオードの場合とほば同じだが，ｓiダイオー
ドの場合，常温で測定可能なため，試料を冷却用ジュワーびんに入れる必要は
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● W － ・ ●
２－９　光・磁場特性
　低注入領域1り
対してより高感度な光磁気ダイオード( Photo Magnetic diode)を開発した。
























































































































































































































































































































J- h(i!)du ゛ q<vs>≪り・]Ｐ．　　　　　　　　　　ｂ　　　　ｄχ <3-15)
を得る。この式を試料全体にわたってつまりｘ＝０からｘ＝Ｌまで積分すれば
良い。境界条件としてｘ＝ｏでu=l, x = LでU = Ut.とすると
　　　　　　　ＩＪ＝”‾豆ﾔむ了‾　　　　　　　　　　　　　(8-17)



















































































L= 10"* (ca)と仮定すると･Ｖ。。･Ｖ。' I,H ｌ ｌ。はそれぞれ8.6 V・3.2 V




















































































































































































































































Jp = r,― gり　（447）
再結合および励起の式
　　.ｒ● ゛ａ＜ｖ多,>.p. 。 .ｒl。＝一犬P<vs>>n,≫ g≪≫”:f gy万万・ｐ万ｐ「 (4-8)
各文字の表わす意味は前章で述べたので略す。１．。は，入射フォトンに対する

















　　p ( l~u) ( 1十βμ）一p{ (f・ｒ十’β･lヽfc)u- f・r )―Ni=O　(4-11)
　　　　　　　　　　　　　　　　　?2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:
を得る。この式を解くと．ｐはｕの関数として与えられ次のようになる。



















































































































をそれぞれ<vs>. = 10~* (cぺ/ sec ) , L = 0. 3 (as) ,μ。＝5×105（ｃ疹
Ｖ･sec). S=2.5×10゛8（ａうに淘べばVth, . I・B|，Ｍ｡ lｘはそれぞれ22V.






































































































　　　　r. =n<vs>.万P, ― p<vs>≫ n = r。　　　　　　　　　　（5゛:6）
で与えられる。








　　　　　　　Ｊ●ｙ　= a. Et －μ●Ｂ Ｊ．．


































































































































































































































































































　£I *o X f* *り























































































































　　　　　舌▽‘了■ = r m = r _‘ｇ．。＝‾4▽’了゛　　（6゛‘5）
　再結合の割合および光による正孔の励起の割合を表わす式





































而 {14-2ja^-9<B.u)b-b*″1めーそ器{1 “ 2/4b5p(B,u) ―″IB2}:l











’で与えられ’dZiｕ Ｆ p. duについては附録Ｉにゆずる。
　さらに(6-12)式に含まＫる？(B,u), a , a。."., B:，Ｂ;については，
第５章の磁場犠牲のところで与えてあるのでここでは省略する。またf･ｒにつ
いても第４章の光特性のところで与えてあるので略す。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































x）＝｛＜ｖｓ＞・i(Nsi―n,) 4<vs>・IP-} n = r・　（8－8）
































式を解くことによって決定することができる。そして( 8 - 1 )。式を用いて積
分を行なうと，全電流Ｊを求めることができる。ここでは計算の便宜上，次の
無次元化量を導入する。



















































積分は，コンピュータを用いると容易に計算できる。ここにＡ▽( z . £ )は，
εとＺに関して８次分数式である。問題となるのは，境界条件(8-5i式である。
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　　　Ｄ＝（ｆリーβ・Ｎｎ）ｌｕ’－２ｆ･ｒ（1･Ｔ －β・Nr + 2Nr)u十･






















































q<vs>。NrPo 1十π’　u≫( 1-u) { 1 + 0 +μ;,Ｂ２（ｂ’－･７）｝
l + aB*
（１十OB*)'十μＰｓＢＩ（１－ｂ（ｙＢ＊）１
　　　　×｛１十ｂμ,２ＢＩ（２９°-b)}一会（ｌ十βｕs）｛l－μp’Ｂ’（297－1）D
　　　　χ　Jxdu
上のＥχ，dχから
　　ｖｘ゛ﾒ;ＬＥｘdｘ
　　　　　χdu
この式叫Jχ＝そ＜ｖｓ＞。P.NrL ｉｉこそiﾆy　{(5-31)式｝
を代入して
　　ｖχ＝一V.
を得る。
F(ul)
-
{Ｈ(ｕＬ)}２
